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Mitsubishi Electric vai lancar um diodo de barreira Schottky SiC de 1200 V

Reduz a perda de energia e as dimensdes fisicas de sistemas de fornecimento de energia

TOQUIO, 27 de marco de 2019 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) anunciou hoje o
langamento de um novo diodo de barreira Schottky de carboneto de silicio de 1200 V (SiC-SBD) que reduz a

perda de energia e as dimensfes fisicas de sistemas de fornecimento de energia para sistemas de energia
fotovoltaica de infraestruturas e muito mais. O envio de amostras come¢a em junho de 2019 e as vendas

comecam em janeiro de 2020.

Os diodos vao estar em exposic¢do nas principais feiras comerciais, incluindo a MOTORTECH JAPAN 2019
durante a TECHNO-FROTIER 2019 no complexo de exposi¢fes Makuhari Messe, em Chiba, no Japéo, de
17 a 19 de abril, na PCIM Europe 2019 em Nuremberga, na Alemanha, de 7 a 9 de maio, e na PCIM Asia
2019, em Xangai, na China, de 26 a 28 de junho.

Estrutura SiC-SBD TO-247 de 1200 V Estrutura SiC-SBD TO-247-2 de 1200 V
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Funcionalidades do produto
1) O carboneto de silicio ajuda a reduzir a perda de energia e as dimensfes da estrutura

- A conversdo melhorada de energia traduz-se em 21% menos de perda de energia em comparagdo
com produtos fabricados a partir de silicio (Si)
- Permite a comutacdo a alta velocidade e a reducdo das dimens@es de componentes periféricos, como

reatores

2) Maior fiabilidade gracas a estrutura de barreira Schottky com juncéo (JBS)
- Combinacao de uma barreira Schottky com uma jungao p-n

- Acestrutura JBS permite atingir uma elevada fiabilidade

3) Permite expandir a linha para varias aplicacdes
- Aestrutura TO-247-2, com uma distancia de seguranca de isolamento alargada, junta-se a estrutura
TO-247 existente para abranger uma vasta gama de aplicac@es, incluindo bens de consumo.
- Em conformidade com a especificagio AEC-Q101 do Automotive Electronics Council para

utilizacdo em automéveis (apenas BD20120SJ)

Calendario de vendas

Disponibilidade da

Série Modelo Estrutura Especificacdes Langamento
amostra
BD10120P 1200 V/10 A
TO-247-2
BD20120P 1200 V/20A ]
) Janeiro de 2020
SiC-SBD BD10120S 1200 V/10 A
Junho de 2019
de 1200 V BD20120S 1200 V/20A
TO-247
1200 V/I20 A ]
BD20120SJ Abril de 2020
AEC-Q101

Desde a comercializacdo do seu primeiro modulo de poténcia com SiC-SBD e SiC-MOSFET em 2010 que a
Mitsubishi Electric continua a contribuir para reduzir as dimensdes e aumentar a eficiéncia energética de
sistemas de inversores. Os consumidores estdo a optar cada vez mais por produtos que incorporam SiC-SBD,
incluindo sistemas de fornecimento de energia eficientes para sistemas de ar condicionado, equipamentos
industriais, veiculos ferroviérios, entre outros. Em particular, a nova série SiC-SBD de 1200 V ira ajudar a
satisfazer a crescente procura de semicondutores discretos utilizados na produgdo de energia fotovoltaica e

no carregamento de veiculos elétricos.

Nota: o desenvolvimento destes produtos SiC foi parcialmente apoiado pela New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO) do Japao.
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Especificacfes principais

Modelo BD10120S BD10120P BD20120S(J) BD20120P

Especificagdes 1200 V/1I0 A 1200 V/I20 A

IFSM

(Méx.») 95 A 155 A

Tensdo direta (tip.)

Tj=25°C 13V

Estrutura TO-247 TO-247-2 TO-247 TO-247-2

Tamanho 15,9 x 41,0 x 5,0 mm

*8,3 ms, onda sinusoidal

Linha da série SiC-SBD

(Novos produtos a negrito)

Especificacdes

Série Modelo Corrente Estrutura Estado de distribuigdo
Tenséo [V]
[A]
BD10120S 10 TO-247
BD10120P TO-247-2 )
Amostras disponiveis a
BD20120S 1200 TO-247 o
partir de junho de 2019
BD20120SJ TO-247
SiC-SBD
BD20120P TO-247-2
20
BD20060S TO-247 o )
Amostras ja disponiveis
BD20060A 600 TO-263S
BD20060T TO-220FP-2 MP

Consciéncia ecolégica
Estes produtos estdo em conformidade com a diretiva 2011/65/UE e 2015/863/UE sobre Restricdo de

utilizacdo de certas substancias perigosas em equipamento elétrico e eletrénico (RoHS).

Hi#

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Com quase 100 anos de experiéncia no fornecimento de produtos fidveis e de alta qualidade, a Mitsubishi
Electric Corporation (TOQUIO: 6503) é um lider mundial reconhecido na producdo, marketing e venda de
equipamento elétrico e eletronico utilizado em comunicacdes e processamento de informacao, exploracao
espacial e comunicacfes por satélite, equipamento eletrénico, tecnologia industrial, equipamento de
construcao, energia e transporte. Integrando o espirito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do
seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecoldgica lider a nivel
mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou vendas de grupo consolidadas no
valor de 4444,4 mil milhdes de ienes (em conformidade com a IFRS; 41,9 mil milhdes de ddlares*), no ano
fiscal que terminou a 31 de margo de 2018. Para mais informag@es: www.MitsubishiElectric.com

*A uma taxa de cambio de 106 ienes por délar americano, determinada pelo mercado de cambio

de Téquio a 31 de margo de 2018

3/3


http://www.mitsubishielectric.com/

